1. Интегральная микросхема. Термины и определения. Элемент микросхемы, компонент микро-
схемы. Подложка ИМС. Кристалл ИМС. Контактная площадка ИМС. Корпус ИМС. Бескорпусная  

 ИМС.

2.  Классификация ИМС по технологическому методу изготовления. Параметры. характеризую-
щие сложность ИМС. Топология ИМС. Общая топология и послойная топология. Понятие
 технологической совместимости.
5.   Эпитаксия. Гетероэпитаксия, автоэпитаксия. Схема реактора и протекание процесса. Дефекты эпитаксиальных слоев. 

б.  Укрупненная схема технологического процесса изготовления диффузионного транзистора. По​следовательность формирования топологических слоев полупроводникового транзистора.
7.  Термическая диффузия: Физические основы процесса, механизмы диффузии примесей, законы Фика.
8.  Термическая диффузия: Последовательность технологических операций процесса диффузии, схема оборудования для проведения процесса, основные легирующие элементы. 
9.  Термическая диффузия: распределение примеси в объеме пластины при диффузии из ограни​ченного и неограниченного источника примеси. Одно - и двухстадийный процесс диффузии. Этапы «загонки» и «разгонки» примеси.
10. Физические основы процесса ионной имплантации, характер торможения ионов при ионной имплантации, эффект каналирования: необходимость отжига 
11. Распределение примеси в результате ионной имплантации, сравнение избирательного легиро​вания термической диффузией и ионной имплантацией. Комбинированный и ступенчатый процессы ионной имплантации. Рекомендации по их применению. 
12. Сущность процесса ионной имплантации; схема рабочей камеры. 
13. Классификация методов литографии. Использование процессов литографии в производстве ИМС. 
14. Технологические операции процесса литографии. Схема процесса контактной фотолитогра​фии. 
1б. Операция совмещения. Виды знаков совмещения, последовательность их формирования.
17. Особенности процесса проекционной фотолитографии. 
18. Электронолитография. Возможности процесса. 
20. Критерии качества при переносе рисунка (Разрешение, смещение, селективность и контроль размеров элементов).

21. Ионно-плазменное травление. Ионно-лучевое травление. 
22. Реактивные методы ионного травлении 
23. Классификация технологических процессов изготовления коммутационных плат. Основные
этапы изготовления коммутационных плат во всех типовых технологических процессах. 
24. Масочный процесс производства тонкопленочных коммутационных плат. Опишите последова​тельность операций масочного метода формирования конфигураций элементов коммутацион​ной платы, содержащей резисторы, проводники, пересечения пленочных проводников и кон​денсаторы. 25. Фотолитографический процесс производства тонкопленочных коммутационных плат. Опиши​те последовательность операций фотолитографического метода формирования элементов кон-фигурации коммутационной платы, содержащей резисторы и проводники. 
26. Процесс производства тонкопленочных коммутационных плат по танталовой технологии 
27. Способы подгонки тонкопленочных элементов: групповые способы (на чем основаны) и спо-
собы индивидуальной подгонки. Подгонка резисторов, подгонка конденсаторов. 
28. Классификация паст для изготовления коммутационных плат по толстопленочной технологии (в зависимости от назначения паст). Основные компоненты паст, подлежащих вжиганию, для толстопленочной технологии. 

29. Этапы технологического процесса формирования многоуровневых межсоединений толстоиде-ночной коммутационной платы.
30.Технология изготовления коммутационных плат на основе многослойной керамики. 
31. Технология изготовления коммутационных плат на металлическом основании. Тех изготовления коммутационных плат на основе анодированного алюминия 
33. Термическое вакуумное напыление: Упрощенная схема внутрикамерного устройства. Основ​ные преимущества и недостатки метода. Факторы определяющие структуру и свойства полу​чаемый тонких пленок.
34. Катодное распыление - Физические основы процесса и простейшая схема установки. Преимущества и недостатки метода по сравнению с термическим вакуумным напылением.
35. Катодное распыление: Упрощенная структура разряда, распределение потенциала вдоль разря​да, типы частиц, участвующих в процессе. Особенности потока атомов вещества на подложку (в отличие от термического вакуумного напыления).
36. Реактивное катодное распыление: Отличие метода от физического катодного распыления. Возможности метода. Предложите простейшую схему установки для получения пленок нитри​да кремния (оксида кремния)
38. Упрощенная схема установки и осуществление процесса магнетронного напыления. Предло​жите схему установки для получения проводящих пленок сложного состава: подслой - вана​дий V, токоведущий слой - медь Си, защитный слой - золото Аи.
